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= (54) Title: MONITORING THE REDUCTION IN THICKNESS AS MATERIAL IS REMOVED FROM A WAFER COMPOSITE 
= AND TEST STRUCTURE FOR MONITORING REMOVAL OF MATERIAL 

= (54) Bezeichnung: KONTROLLE DES DICKENABTRAGS VON EINEM SCHEIBENVERBUND UND TESTSTRUKTUR ZUR 
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(57) Abstract: The aim of the invention is to create a simple monitoring or testing method for monitoring a reduction in thickness 
as material is removed from a bonded semiconductor wafer pair, which prevents failure effects as material is removed from wafers 
(polishing, grinding or lapping). In addition, the costs of the material removal process should be reduced by minimizing the com- 
plexity of monitoring, as well as by reducing the amount of resulting refuse. To this end, the invention provides a test structure (4, 5, 
6, 7, 8, 9) comprised of a systematic row of a number of different depth trenches that are made in the (active) wafer (2). A thickness 
(h6; h7) of the active wafer (2) desired during material removal, particularly during a polishing, corresponds to the depth (t6; t7) 
of a reference trench (6; 7) of the trenches of the test structure, said reference trench (6) being surrounded by flatter and deeper 
trenches (5, 7). The active wafer (2), via the side (2a) on which the test structure was provided, is bonded to the second wafer of 
the semiconductor wafer pair provided as a supporting wafer (1). A removal of material, particularly a polishing, is effected on the 
rear (2b) of the active wafer (2) until the reference trench (6) is exposed. The result is visually observed (30) in order to monitor the 
reduction in thickness as material is removed from the first wafer (2). 



2 (57) Zusammcnfassung: Es soil ein einfaches Kontroll oder Testverfahren zur Kontrolle eines Dickenabtrags von einem gebonde- 
fvj ten Halbleiterscheiben-Paar geschaffen werden, welches Fehlereinflusse beim Scheibenabtragen (Polieren, Schleifen oder Lappen) 
vermindert. Die Kosten des Abtragsprozesses sollen durch Minimieren des Kontrollaufwandes ebenso reduziert werden, wie entste- 
O hende AusschUsse. Vorgeschlagen wird eine Teststruktur (4,5,6,7,8,9), bestehend aus einer systematischen Reihe 
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von mehreren, unterschiedlich tiefen Graben, die in die (aktive) Scheibe (2) eingebracht sind. Eine beim Abtragen, insbesondere 
einem Polieren, angezielte Dicke (h6;h7) der aktiven Scheibe (2) entspricht einer Tiefe (t6;t7) eines Bezugsgrabens (6;7) der Graben 
der Teststruktur, welcher Bezugsgraben (6) von flacheren und tieferen Graben umgeben ist (5,7). Die aktive Scheibe (2) wird mit 
der Scite (2a), von der die Teststruktur eingcbrachl wurdc, auf die zwcite Scheibe des Halbleitcr-Scheibcnpaars als Tragcrscheibc (1) 
gebondet. Ein Abtragen, insbesondere ein Polieren, von der Ruckscite (2b) der aktiven Scheibe (2) bis zum Freilegen des Bezugs- 
grabens (6) wird vorgenommen. Das Ergebnis wird optisch beobachtet (30), zur Kontrolle des Dickenabtrags von der ersten Scheibe 
(2). 



